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(54)【発明の名称】 フィルム・トランジスタ液晶表示器の構造及び製造方法

(57)【要約】
  本発明はフィルム・トランジスタ液晶表示器の製造方
法に関し、（ａ）絶縁基板を提供するステップと、
（ｂ）前記絶縁基板上においてフィルム・トランジスタ
構造及び透明電極構造を形成すると共に、該透明電極層
を該フィルム・トランジスタ構造のソース／ドレーン端
に接続させるステップと、（ｃ）前記フィルム・トラン
ジスタ構造上において導体層を形成するステップと、
（ｄ）前記導体層を食刻して、特定傾斜角度を有し且つ
前記透明電極構造上に位置する弯曲状構造を定義するス
テップと、を備えてなる。本発明は又フィルム・トラン
ジスタ液晶表示器の構造に関し、絶縁基板と、この絶縁
基板上に形成されたフィルム・トランジスタ構造と、前
記絶縁基板上に形成され、かつ前記フィルム・トランジ
スタ構造のソース／ドレーン端に接続する透明電極構造
と、前記透明電極構造上に形成された一特定傾斜角度を
有する弯曲状構造と、を備えてなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  （ａ）絶縁基板を提供するステップと、
（ｂ）前記絶縁基板上において、フィルム・トランジス
タ構造及び透明電極構造を形成すると共に、該透明電極
層を該フィルム・トランジスタ構造のソース／ドレーン
端に接続させるステップと、
（ｃ）前記フィルム・トランジスタ構造上において、導
体層を形成するステップと、
（ｄ）前記導体層を食刻して、特定傾斜角度を有し且つ
前記透明電極構造上に位置する弯曲状構造を定義するス
テップと、を備えてなるフィルム・トランジスタ液晶表
示器の製造方法。
【請求項２】  前記フィルム・トランジスタ液晶表示器
は反射形フィルム・トランジスタ液晶表示器又は半透過
形フィルム・トランジスタ液晶表示器であることを特徴
とする、請求項１記載の製造方法。
【請求項３】  前記導体層は金属層であり、そして前記
特定傾斜角度は３°～２０°である、ことを特徴とする
請求項１記載の製造方法。
【請求項４】  前記特定傾斜角度を有する弯曲状構造の
材質は金属材料であり、そして前記湾曲状構造の形状は
柱錐状構造又は円錐状構造である、ことを特徴とする請
求項１記載の製造方法。
【請求項５】  （ａ）絶縁基板を提供するステップと、
（ｂ）前記絶縁基板上においてゲート導体構造を形成す
るステップと、
（ｃ）前記ゲート導体構造を有する前記絶縁基板上にお
いて順に絶縁層及び導体層を形成するステップと、
（ｄ）前記導体層を食刻して、導体構造及び特定傾斜角
度を有する弯曲状構造を定義するステップと、
（ｅ）前記特定傾斜角度を有する弯曲状構造上において
導体層のソース／ドレーン端に接続する透明電極層を形
成するステップと、を備えてなるフィルム・トランジス
タ液晶表示器の製造方法。
【請求項６】  前記絶縁層と前記導体層との間にはさら
に、半導体層及びハイ・ドーピング半導体層が備えられ
ていると共に、該ハイ・ドーピング半導体層及び該導体
層において、チャネル構造及び導体構造が形成されてい
ることを特徴とする請求項５記載の製造方法。
【請求項７】  （ａ）絶縁基板を提供するステップと、
（ｂ）前記絶縁基板上においてゲート導体構造を形成す
るステップと、
（ｃ）前記ゲート導体構造を有する前記絶縁基板上にお
いて順に絶縁層及び第１の導体層を形成するステップ
と、
（ｄ）前記第１の導体層を食刻して、導体構造及び特定
角度を有する弯曲状構造を定義するステップと、
（ｅ）前記特定傾斜角度の弯曲状構造上において、前記
第１の導体層のソース／ドレーン端に接続する第２の導
体層を形成するステップと、を備えてなる反射形又は透*
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*過反射形フィルム・トランジスタ液晶表示器の製造方
法。
【請求項８】  前記第２の導体層は金属層であることを
特徴とする請求項７記載の製造方法。
【請求項９】  絶縁基板と、
前記絶縁基板上に形成されたフィルム・トランジスタ構
造と、
前記絶縁基板上に形成され、かつ前記フィルム・トラン
ジスタ構造のソース／ドレーン端に接続する透明電極構
造と、
前記透明電極構造上に形成された一特定傾斜角度を有す
る弯曲状構造と、を備えてなるフィルム・トランジスタ
液晶表示器の構造。
【請求項１０】  絶縁基板と、
前記絶縁基板上に形成されたフィルム・トランジスタ構
造と、
前記絶縁基板上に形成された一特定傾斜角度を有する弯
曲状構造と、
前記特定傾斜角度を有する弯曲状構造上に形成され、か
つ前記フィルム・トランジスタ構造のソース／ドレーン
端に接続する導体構造と、を備えてなる反射形又は透過
反射形フィルム・トランジスタ液晶表示器の構造。
【請求項１１】  前記導体構造は透明電極構造であるこ
とを特徴とする請求項１０記載の構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はフィルム・トランジ
スタ液晶表示器の構造及び製造方法に関し、特に反射形
又は半透過形フィルム・トランジスタ液晶表示器に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】製造技術の日毎の進歩につれて、液晶表
示器（ＬＣＤ）はもはや一種の広汎的に応用される表示
器となっており、その工作原理は主として電界を利用し
て液晶分子の整列状態を制御し、光線が液晶分子を通過
可能か否かによりスクリーン上に明暗の表示効果を達成
させることにある。したがって、液晶表示器において
は、如何に効果的に比較的明るい表示効果を得るかが重
要な研究目標となっている。
【０００３】さて、反射形又は透過反射形フィルム・ト
ランジスタ液晶表示器にあっては、その輝度が光源の入
射光及びその反射光により決定されるので、比較的明る
い表示効果を得ようとする場合は、必ず光のスクリーン
方向に垂直な光散乱強度を増加しなければならない。上
記目的を達成するためには必ず反射特性を強化しなけれ
ばならないので、従来では図２２に示すように第１の透
明電極１１１上に複数の透過性樹脂粒子１１３を含んだ
樹脂層１１４を形成させていた。これにより光線がカラ
ー濾光１１２及び第１の透明電極板１１１を透過して樹
脂層１１４に進入する時、その光線が複数の透過性樹脂
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粒子１１３と衝突してシフトすると共に、フィルム・ト
ランジスタのアレイ基板１１５上の第２の透明電極板１
１６と第１の透明電極板１１１と間の電界効果を介して
液晶分子に光の散乱を発生させ、反射板１１７を介して
散乱光を反射するようにしていた。この方法の利点は光
の散乱角度を増加して間接的に光の反射方向を制御でき
るが、欠点は複数の透過性樹脂粒子１１３を含んだ樹脂
層１１４の位置を調整して精確に散乱方向を制御する目
的を達成することが極めて困難であるとされていた。
【０００４】以上の欠点に対して、その後図２３に示す
ように、さらに直接フィルム・トランジスタのアレイ基
板１２５の第２の透明電極板１２６上において樹脂層１
２４を成長させる製造プロセスがある。すなわち、光線
がカラー濾光片１２２を透過すると、第２の透明電極板
１２６と第１の透明電極板１２１との間の電界効果によ
り液晶分子に光の散乱を発生させ、さらに樹脂層１２４
により散乱光を反射させる。この場合、樹脂層１２４が
弯曲状構造であるので、その不平坦の表面により反射角
度の大きさを制御できることから、効果的に光の反射方
向を制御することができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】このように従来技術は
樹脂層を形成することにより光がスクリーン方向に垂直
な光散乱強度を増加しているが、その製造プロセスのコ
ストが相対的に高くなった他に、光マスクを余計に設置
しなければならないので製造プロセスが比較的繁雑にな
った。したがって如何によりコストを低減するか、か
つ、より簡単な製造プロセスを使用しても同様に上記の
利点を達成できるかが本発明のねらいである。
【０００６】本出願人は上記従来技術の課題にかんが
み、鋭意研究とテストを重ねた結果、ついに本発明の
「フィルム・トランジスタ液晶表示器の構造及び製造方
法」を案出した。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本出願における第１の発
明（請求項１に対応）のフィルム・トランジスタ液晶表
示器の製造方法は、（ａ）絶縁基板を提供するステップ
と、（ｂ）前記絶縁基板上において、フィルム・トラン
ジスタ構造及び透明電極構造を形成すると共に、該透明
電極層を該フィルム・トランジスタ構造のソース／ドレ
ーン端に接続させるステップと、（ｃ）前記フィルム・
トランジスタ構造上において導体層を形成するステップ
と、（ｄ）前記導体層を食刻して、特定傾斜角度を有し
且つ前記透明電極構造上に位置する弯曲状構造を定義す
るステップと、を備えてなり、これにより上記の目的を
達成する。
【０００８】また第２の本発明（請求項２に対応）は第
１の発明すなわち請求項１記載の製造方法において、前
記フィルム・トランジスタ液晶表示器が反射形フィルム
・トランジスタ液晶表示器又は半透過形フィルム・トラ
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ンジスタ液晶表示器であることを特徴とする。
【０００９】なお、第３の本発明（請求項３に対応）は
第１の本発明すなわち請求項１記載の製造方法におい
て、前記導体層が金属層であり、そして前記特定傾斜角
度が３°～２０°である、ことを特徴とする。
【００１０】また、第４の本発明（請求項４に対応）は
第１の本発明すなわち請求項１記載の製造方法におい
て、前記特定傾斜角度を有する弯曲状構造の材質が金属
材料であり、そして前記湾曲状構造の形状が柱錐状構造
又は円錐状構造である、ことを特徴とする。
【００１１】さらには、第５の本発明（請求項５に対
応）はフィルム・トランジスタ液晶表示器の製造方法で
あって、（ａ）絶縁基板を提供するステップと、（ｂ）
前記絶縁基板上においてゲート導体構造を形成するステ
ップと、（ｃ）前記ゲート導体構造を有する前記絶縁基
板上において順に絶縁層及び導体層を形成するステップ
と、（ｄ）前記導体層を食刻して、導体構造及び特定傾
斜角度を有する弯曲状構造を定義するステップと、
（ｅ）前記特定傾斜角度を有する弯曲状構造上において
導体層のソース／ドレーン端に接続する透明電極層を形
成するステップと、を備えてなることを特徴とする。
【００１２】上記第５の本発明、すなわち請求項５記載
の製造方法において、前記フィルム・トランジスタ液晶
表示器が反射形又は半透過形フィルム・トランジスタ液
晶表示器であり、前記導体層が金属層であり、そして前
記特定傾斜角度が３°～２０°であり、前記特定傾斜角
を有する弯曲状構造の材質が金属材料であり、そしてこ
の弯曲状構造の形状が柱錐状構造又は円錐状構造であ
る、ことを特徴とする。
【００１３】また、第６の本発明（請求項６に対応）は
第５の本発明、すなわち請求項５に記載の製造方法にお
いて、前記絶縁層と前記導体層との間にはさらに、半導
体層及びハイ・ドーピング半導体層が備えられていると
共に、該ハイ・ドーピング半導体層及び該導体層におい
て、チャネル構造及び導体構造が形成されている、こと
を特徴とする。
【００１４】なお、第７の本発明（請求項７に対応）は
反射形又は透過反射形フィルム・トランジスタ液晶表示
器の製造方法であって、（ａ）絶縁基板を提供するステ
ップと、（ｂ）前記絶縁基板上においてゲート導体構造
を形成するステップと、（ｃ）前記ゲート導体構造を有
する前記絶縁基板上において順に絶縁層及び第１の導体
層を形成するステップと、（ｄ）前記第１の導体層を食
刻して、導体構造及び特定角度を有する弯曲状構造を定
義するステップと、（ｅ）前記特定傾斜角度の弯曲状構
造上において、前記第１の導体層のソース／ドレーン端
に接続する第２の導体層を形成するステップと、を備え
てなることを特徴とする。
【００１５】また、第８の本発明（請求項８に対応）は
第７の発明すなわち請求項７に記載の製造方法におい
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て、前記第２の導体層が金属層であることを特徴とす
る。
【００１６】さらには、第９の本発明（請求項９に対
応）はフィルム・トランジスタ液晶表示器の構造であっ
て、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成されたフィルム
・トランジスタ構造と、前記絶縁基板上に形成され、か
つ前記フィルム・トランジスタ構造のソース／ドレーン
端に接続する透明電極構造と、前記透明電極構造上に形
成された一特定傾斜角度を有する弯曲状構造と、を備え
てなることを特徴とする。
【００１７】上記第９の本発明、すなわち請求項９記載
のフィルム・トランジスタ液晶表示器の構造において、
前記フィルム・トランジスタ液晶表示器が反射形又は半
透過形フィルム・トランジスタ液晶表示器であり、前記
特定傾斜角度が３°～２０°の弯曲状構造の材質が金属
材料であり、かつ、その形状が円錐状又は柱錐状構造で
ある、ことを特徴とする。
【００１８】さらには、第１０の本発明（請求項１０に
対応）は反射形又は透過反射形フィルム・トランジスタ
液晶表示器の構造であって、絶縁基板と、前記絶縁基板
上に形成されたフィルム・トランジスタ構造と、前記絶
縁基板上に形成された一特定傾斜角度を有する弯曲状構
造と、前記特定傾斜角度を有する弯曲状構造上に形成さ
れ、かつ前記フィルム・トランジスタ構造のソース／ド
レーン端に接続する導体構造と、を備えてなることを特
徴とする。
【００１９】上記第１０の発明、すなわち請求項１０記
載の反射形又は透過反射形フィルム・トランジスタ液晶
表示器の構造において、前記特定傾斜角度が３°～２０
°の弯曲状構造の材質が金属材料であり、かつ、その形
状が円錐状又は柱錐状構造であり、前記導体構造が金属
構造である、ことを特徴とする。
【００２０】また、第１１の本発明（請求項１１に対
応）は第１０の本発明に記載の構造において、前記導体
構造が透明電極構造であることを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、添付図を参照しながら本発
明の実施例を説明する。図１－図９は上記従来の手段を
改善するために発展したフイルム・トランジスタ製造方
法の好適な実施例を示す見取図であり、図１は絶縁基板
２１１上に第１の導体層（クロム、モリブデン化タング
ステン、タンタリウム、アルミニウム又は銅を使用して
完成することができる）を形成した後、第１の光マスク
によるフォトリソグラフィ・プロセスによりゲート導体
構造２１２を定義する。次に図２に示すように、下から
上へ順に絶縁層２１３、半導体層２１４（通常は無定形
シリコン層（Ａ－Ｓｉ））、ハイ・ドーピング半導体層
２１５（通常はＮ＋無定形シリコン層（ｎ＋－Ａ－Ｓ
ｉ））を形成する。次に図３に示すように、連続的に第
２の光マスクによるフォトリソグラフィ・プロセスによ
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り半導体構造２１６、ハイ・ドーピング半導体２１７を
定義する。次に図４に示すように第２の導体層２１８を
再度沈積した後、図５に示すように第３の光マスクによ
るフォトリソグラフィ・プロセスにより導体構造２２０
を定義すると共に、ハイ・ドーピング半導体構造２１７
及び導体構造２２０にチャネル構造２１９を形成し、導
体構造２２０にソース／ドレーン構造を形成させる。次
に図６に示すように該ソース／ドレーン構造上に保護層
（通常は窒化珪層）２２１を形成した後、第４の光マス
クによるフォトリソグラフィ・プロセスにより接触ウィ
ンドー構造２２２を定義する。次に、図７に示すよう
に、透明電極層（通常は酸化インジウム・スズ（ＩＴ
Ｏ））の沈積を行った後、さらに第５の光マスクによる
フォトリソグラフィ・プロセスにより必要な透明電極画
素領域２２３を定義する。最後、図８、図９に示すよう
に、該透明電極層の上方に第３の導体層を形成すると共
に、第６の光マスクによるフォトリソグラフィ・プロセ
スにより錐状の導体構造２２４，２２５を定義するが、
食刻剤の濃度、時間、温度等の制御の変化に応じて円錐
状の導体構造２２４又は柱錐状の導体構造２２５等の異
なる錐状の導体構造に形成される。この錐状の導体構造
２２４，２２５の利点は水平面と３°～２０°の傾斜角
度を形成して適当に光の散乱角度を変えることにある。
【００２２】図１０－図２１は従来の手段を改善するた
めに発展したフィルム・トランジスタ製造方法の他の好
適な実施例を示す見取図であり、図１０は絶縁基板３１
１上に第１の導体層（クロム、モリブデン化タングステ
ン、タリウム、アルミニウム又は銅を使用して完成する
ことができる）を形成した後、第１の光マスクによるフ
ォトリソグラフィ・プロセスによりゲート導体構造３１
２を定義する。次に、図１１に示すように、下から上へ
順に絶縁層３１３、半導体層３１４（通常は無定形シリ
コン層（Ａ－Ｓｉ））、ハイ・ドーピング半導体層３１
５（通常はＮ＋無定形シリコン層（ｎ＋－Ａ－Ｓｉ））
を形成する。次に、図１２に示すように、連続的に第２
の光マスクによるフォトリソグラフィ・プロセスにより
半導体構造３１６、ハイ・ドーピング半導体３１７を定
義する。次に、図１３に示すように、再度第２の導体層
３１８を沈積する。次に図１４に示すように、第３の光
マスクによるフォトリソグラフィ・プロセスにより導体
構造３２０を定義すると共に、ハイ・ドーピング半導体
構造３１７及び導体構造３２０においてチャネル構造３
１９を形成し、該導体構造３２０にソース／ドレーン構
造を形成させた後、続いて第４の光マスクによるフォト
リソグラフィ・プロセスにより錐状の導体構造３２１
１、３２１２（図１７）を定義する。これら錐状の導体
構造は食刻剤の濃度、時間、温度等の制御の変化に応じ
て円錐状の導体構造３２１１又は柱錐状の導体構造３２
１２等の異なる錐状の導体構造に形成される。この錐状
の導体構造３２１１、３２１２の利点は水平面と３°～
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7
２０°の傾斜角度を形成して適当に光の散乱角度を変え
ることにある。次に図１５、図１８に示すように、ソー
ス／ドレーン構造上に保護層（通常は窒化珪素層）３２
２を形成した後、さらに第５の光マスクによるフォトリ
ソグラフィ・プロセスにより接触ウィンドー構造３２３
を定義する。次に図１６、図１９に示すように透明電極
層（通常は酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ））の沈積を
行った後、さらに第６の光マスクによるフォトリソグラ
フィ・プロセスにより必要な透明電極画素領域３２３
１，３２３２を定義する。
【００２３】本発明に係る錐状導体構造は以下の実施例
により構成される。
【００２４】先ず、例えば２００ｎｍ厚さのモリブデン
－クロム（Ｍｏ－Ｃｒ）フィルム合金を下層に、５０ｎ
ｍ厚さのアルミ・フィルム合金を上層にした２層のフィ
ルム金属を沈積し、光マスクを介して露光及びフォトリ
ソグラフィ・プロセスにより滞留領域を定義する。次
に、適当な配合、例えば燐酸（Ｈ

3 
ＰＯ

4 
）、硝酸（Ｈ

ＮＯ
3 
）及び酢酸（ＣＨ

3 
ＣＯＯＨ）におけるいずれか

の２種又は３種の混酸により食刻する。最後に、２層フ
ィルムのオバー・エッチング時間を制御すると共に、適
当な光マスクの線幅（３μｍ～１０μｍ）を整合するこ
とにより、効果的に傾斜角度（≦２０°）を制御し、ひ
いては円錐状又は柱錐状の構造を形成することができ
る。
【００２５】本発明の次の利点は主として反射形又は半
透過形フイルム・トランジスタ液晶表示器を提供したこ
とにあるので、該透明電極層（通常は酸化インジウム・
スズ（ＩＴＯ））も第３導電層とすることができる。図
２０、図２１は第３導電層の沈積を行った後、さらに第
６の光マスクによるフォトリソグラフィにより必要な電
極画素領域３２３４，３２３３を定義する実施形態を示
す図である。
【００２６】
【発明の効果】要するに、本発明は従来技術のフィルム
・トランジスタ液晶表示器に比較して、より錐状の導体
構造を有し、且つ該錐状導体構造が有する特定傾斜角度
が反射角度の大きさの制御に用いられるので、効果的に
光の反射方向を制御することができる。特に本発明の製
造方法は従来技術より光マスクが少く、かつ高価な樹脂
材料を使用する必要がないので、より製造コストを節約
でき、産業発展の価値を有する。
【００２７】本発明の技術的思想は上記の実施例に限定
されるべきでなく、添付の請求項の範囲を逸脱しない限
り、当業者による単純な設計変更、置換、修飾はいずれ
も本発明の技術的範囲に属する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の好適な実施例のフィルム・トランジス
タ液晶表示器の製造方法見取図である。
【図２】本発明の好適な実施例のフィルム・トランジス
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タ液晶表示器の製造方法見取図である。
【図３】本発明の好適な実施例のフィルム・トランジス
タ液晶表示器の製造方法見取図である。
【図４】本発明の好適な実施例のフィルム・トランジス
タ液晶表示器の製造方法見取図である。
【図５】本発明の好適な実施例のフィルム・トランジス
タ液晶表示器の製造方法見取図である。
【図６】本発明の好適な実施例のフィルム・トランジス
タ液晶表示器の製造方法見取図である。
【図７】本発明の好適な実施例のフィルム・トランジス
タ液晶表示器の製造方法見取図である。
【図８】本発明の好適な実施例のフィルム・トランジス
タ液晶表示器の製造方法見取図である。
【図９】本発明の好適な実施例のフィルム・トランジス
タ液晶表示器の製造方法見取図である。
【図１０】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図１１】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図１２】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図１３】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図１４】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図１５】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図１６】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図１７】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図１８】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図１９】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図２０】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図２１】他の好適な実施例のフィルム・トランジスタ
表示器の製造方法見取図である。
【図２２】従来の透明電極板上において成長した樹脂層
のフィルム・トランジスタ液晶表示器の見取図である。
【図２３】従来の透明電極板上において成長した樹脂層
のフィルム・トランジスタ液晶表示器の見取図である。
【符号の説明】
１１１，１２１…第１の透明電極板、１１１，１２２…
カラー濾光板、１１３…樹脂粒子、１１４，１２４…樹
脂層、１１５，１２５…アレイ基板、１１６，１２６…
第２の透明電極板、１１７…反射板、２１１…絶縁基
板、２１２，３１２…ゲート導体構造、２１３，３１３
…絶縁層、２１４，３１４…半導体層、２１５，３１５
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…ハイ・ドーピング半導体層、２１６，３１６…半導体
構造、２１７，３１７…ハイ・ドーピング半導体構造、
２１８，３１８…第２の導体構造、２１９，３１９…チ
ャネル構造、２２０，３２０…導体構造、２２１，３２*

10
*１…保護層、２２２，３２２…接触ウィンドー構造、３
２３３，３２３４…電極画素領域、２２３，３２３１，
３２３２…透明電極画素領域、２２４，３２１１…円錐
状の導体構造、２２５，３２１２…錐柱状の導体構造。

【図１】 【図２】

【図３】
【図４】

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１５】

【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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